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前 言

本标准参照了下列国际标准的有关文字符号的内容，对 ＧＢ燉Ｔ１１４９９—１９８９进行修订：
ＩＥＣ６０７４７ 半导体器件 分立器件和集成电路

ＩＥＣ６０７４７１：１９８３ 第 １部分 总则

ＩＥＣ６０７４７１：１９９１ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７１：１９９３ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７１：１９９６ 第三次补充

ＩＥＣ６０７４７２：２０００ 第 ２部分 整流二极管

ＩＥＣ６０７４７３：１９８５ 第 ３部分 信号二极管（包括开关二极管）和调整二极管

ＩＥＣ６０７４７３：１９９１ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７３：１９９３ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７４：１９９１ 第 ４部分 微波器件

ＩＥＣ６０７４７４：１９９３ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７４：１９９９ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７５：１９９２ 第 ５部分 光电子器件

ＩＥＣ６０７４７５：１９９４ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７５：１９９５ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７６：１９８３ 第 ６部分 闸流晶体管

ＩＥＣ６０７４７６：１９９１ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７６：１９９４ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７７：１９８８ 第 ７部分 双极晶体管

ＩＥＣ６０７４７７：１９９１ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７７：１９９４ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７８：１９８４ 第 ８部分 场效应晶体管

ＩＥＣ６０７４７８：１９９１ 第一次补充

ＩＥＣ６０７４７８：１９９３ 第二次补充

ＩＥＣ６０７４７９：１９９８ 第 ９部分 绝缘栅双极晶体管
本标准与原标准的主要差别是：
——原标准全文中“功率耗散”都改为“耗散功率”；
——修改了原标准中“２１１２大写基本字母”；
——修改了原标准中“２１３电流、电压和功率文字符号规则汇总表”；
——修改了原标准中“２３其他量的文字符号”；
——修改了原标准中“２４其他参数”中的部分内容；
——删除了原标准中“６２２２其他”中的部分内容；
——补充了“２１５电流、电压极性标记”；
——补充了“２５用分贝（ｄＢ）表示的以对数形式为单位的信号比的文字符号”；
——补充了“６１１开关时间”；
——补充了“第 ９章 绝缘栅双极晶体管”。
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本标准自实施之日起，代替 ＧＢ燉Ｔ１１４９９—１９８９《半导体分立器件文字符号》。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国半导体分立器件标准化分技术委员会归口。
本标准由河北半导体研究所负责修订。
本标准主要起草人：崔波、顾振球、陈海蓉。
本标准首次发布时间：１９８９年 ３月 ３１日。
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代替 ＧＢ燉Ｔ１１４９９—１９８９

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局批准 实施

 范围

本标准规定了半导体分立器件主要的文字符号。本标准适用于编写半导体分立器件有关标准和有

关技术资料。

 总则

 电流、电压和电功率的文字符号

 基本字母

推荐的基本字母有：

爤，牏——电流

爺，牣或 爼，牤——电压

爮，牘——功率

 大写基本字母的使用

大写基本字母用来表示量的恒定值或从量的周期性波形中得到的值：

ａ）直流值；

ｂ）最大（峰）值；

ｃ）平均值；

ｄ）方均根值；

ｅ）峰峰（摆幅）值。

 小写基本字母的使用

小写基本字母用来表示量的周期性波形的瞬态值。

 下标

 推荐的通用下标

第一下标：Ｆ，ｆ——正向

ｎ——噪声

Ｒ，ｒ——反向

其他下标：（ＡＶ）——平均值

（ＢＲ）——击穿

（ｃｒ），ｃｒ——临界

（Ｄ）——直接

Ｍ（ＭＡＸ），ｍ（ｍａｘ）——相对于时间的最大（峰）值

ＭＩＮ，ｍｉｎ——相对于时间的最小（峰）值

１



Ｏ，ｏ——开路

（ＯＶ）——过载

（ＰＰ），（ｐｐ）——峰峰，摆幅

Ｒ，ｒ——重复，恢复

（Ｒ．Ｍ．Ｓ．），（ｒ．ｍ．ｓ．）——方均根值

Ｓ，ｓ——短路，浪涌

（ｔｏｔ），ｔｏｔ——总值
注：推荐的其他下标，可见本标准的其他各章。

 大写和小写下标的选择

在 ２１２１中同时列出了大写和小写字母的地方，采用大写字母还是小写字母，应符合 ２１２２１
和 ２１２２２的要求。如果采用的下标多于一个，则应全用大写字母或全用小写字母。

 大写下标的使用

大写下标用来表示总量：

ａ）直流值，例如：爤Ｂ（Ｏ），爤Ｂ；

ｂ）总的瞬态值，例如：牏Ｂ；

ｃ）总的平均值，例如：爤Ｂ（ＡＶ）；

ｄ）总的最大（峰）值，例如：爤ＢＭ；

ｅ）总的方均根值，例如：爤Ｂ（ＲＭＳ）；

ｆ）总的峰峰值，例如：爼Ｏ（ＰＰ）。

 小写下标的使用

ａ）小写下标仅用来表示变化的分量值（包括小信号调制）即：

１）交变分量的瞬态值

例如：牏ｂ
２）交变分量的最大（峰）值

例如：爤ｂｍ

３）交变分量的方均根值

例如：爤ｂ或 爤ｂ（ｒｍｓ）

注：推荐使用 爤ｂ（ｒｍｓ）

４）交变分量的峰峰值

例如：爼ｏ（ｐｐ）

ｂ）当与大写下标一起使用时，可以省略其必须的括号

例如：爼ＣＥｓａｔ

 关于下标的补充规定

 电流的下标

ａ）如果需要指明电流流过的引出端，则用第一个下标来表示（除去例外）。电流流过的另一引出端

可用随后的下标表示。
例如：晶体管的基极电流 爤Ｂ

爼ＢＥ＝０的晶体管集电极发射极截止电流 爤ＣＥＳ

场效应晶体管正向栅流 爤ＧＦ

ｂ）例外：在闸流管正、反向栅极电流的文字符号中，字母“Ｆ”或“Ｒ”分别放在引出端符号下标的

前面。

２
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例如：闸流管正向栅流 爤ＦＧ

闸流管反向栅流 爤ＲＧ

 电压的下标

ａ）如果需要指明被测电压的两个端点，则可用前两个下标表示（除去例外）。第一个下标表示器件

的一个端点，第二个下标表示参考点或电路的节点。当不发生混淆时，表示参考点的字母可以省略。
例如：晶体管 爼ＢＥ＝０时的集电极发射极（直流）电压 爼ＣＥＳ

晶体管基极发射极电压 爼ＢＥ或 爼Ｂ

场效应晶体管正向栅源电压 爼ＧＳＦ

ｂ）例外：

１）Ｐ型闸流管正向栅极电压 爼ＦＧＫ

Ｐ型闸流管反向栅极电压 爼ＲＧＫ

Ｎ型闸流管正向栅极电压 爼ＦＧＡ

Ｎ型闸流管反向栅极电压 爼ＲＧＡ

２）击穿电压的文字符号，下标（ＢＲ）放在引出端下标前面

例如：

爤Ｂ＝０时集电极发射极击穿电压 爼（ＢＲ）ＣＥＯ

 电源电压和电源电流的下标

电源电压和电源电流可用重复相应引出端的下标来表示。
例如：爼ＣＣ，爤ＥＥ

注：如果需要指明参考引出端，则要使用第三个下标。

例如：爺ＣＣＥ或 爼ＣＣＥ

 具有多个同种引出端器件的下标

如果器件的同种引出端多于一个，则下标用相应引出端的文字符号并在其后面跟着一个数字来表

示；在多个下标的情况下，需加上连字符号，以免误解。
例如：爤Ｂ２——流经第二基极引出端的直流电流

 复合器件的下标

对于复合单元器件的下标，改用一个数字再加上一个下标字母来表示，在有多个下标的情况下，需

加上连字符号，以免误解。
例如：爤２Ｃ——流经第二单元集电极引出端的直流电流

爼１Ｃ—２Ｃ——第一单元和第二单元集电极引出端之间的直流电压。

 电流，电压和功率文字符号规则汇总表

下表是对 ２１１和 ２１２各项规则的应用说明。

基 本 字 母

小写（牏，牤，牘） 大写（爤，爼，爮）

电极或引

出端下标
小写

仅对引出端下标：

·交变分量的瞬态值

仅对引出端下标：

· 交变分量的方均根值（推荐使用附加下标（ｒ．ｍ．ｓ．））
带有引出端下标和下列附加下标之一的：

·ｍ：交变分量的最大瞬态值

·ｍｉｎ：交变分量的最小瞬态值

·（ｒ．ｍ．ｓ）：交变分量的方均根值

·（ｐｐ）：交变分量的峰峰值

３
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表 （完）

基 本 字 母

小写（牏，牤，牘） 大写（爤，爼，爮）

电极或引

出端下标
大写

仅对引出端下标：

·总的瞬态值

仅对引出端下标：

· 直流电流或电压值（推荐使用附加下标（Ｄ））
带有引出端下标和下列附加下标之一的：

·（Ｄ）：直流电流或电压值

·（ＡＶ）：总平均值

·Ｍ：总的最大瞬态值

·ＭＩＮ：总的最小瞬态值

·（ＲＭＳ）：总的方均根值

·（ＰＰ）：总的峰峰值

 规则应用示例
图 １表示的是由直流和交变分量组成的晶体管集电极电流。

图 １ 周期量的规则应用示例

 电流、电压极性表示
注：下面叙述的这种表示方法，只有当基本文字符号或负文字符号分别按 ２１２３１和 ２１２３２构成时才适用，
也就是说对于基本规则没有例外。
当不是用这种方式表示时，应该给出极性表示的合适方法。例如正向燉反向栅极电流燉电压，这种表示方法是定

义的一部分。

 电流（流过一个引出端）
 基本文字符号
基本文字符号 爤Ｘ，如果电流是从外电路流入端口 Ｘ，就认为它是正值。如果电流是从端口 Ｘ流出外

电路则认为它是负值。
 负文字符号
负文字符号－爤Ｘ，如果电流是从外电路流入端口 Ｘ，就认为它是负值。如果电流是从端口 Ｘ流出外

４
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电路则认为它是正值。
注：它遵循代数规则：即 爤Ｘ＝－５Ａ可表示为－爤Ｘ＝５Ａ。

 电压（二端口之间）
 基本文字符号
当用基本文字符号 爼ＸＹ表示电压时，如果端口 Ｘ比端口 Ｙ电位高，则认为电压为正值。如果端口 Ｘ

比端口 Ｙ电位低，则认为电压为负值。
 负文字符号
当用负文字符号－爼ＸＹ表示电压时，如果端口 Ｘ比端口 Ｙ电位低，则认为电压为正值。如果端口 Ｘ

比端口 Ｙ电位高，则认为电压为负值。
注：它遵循代数规则：即：爼ＸＹ＝－５Ｖ可表示为－爼ＸＹ＝５Ｖ。

 电参数的文字符号规则

 定义
在本标准中，“电参数”这一术语适用于四端矩阵参数，等效电路元件、阻抗和导纳、电感和电容。

 基本字母

 推荐的基本字母
下面列出了用于半导体器件电参数的重要的基本字母。
爜，牄——电纳；四端矩阵导纳参数（牪）的虚部

爞——电容

爢，牋——电导；四端矩阵导纳参数（牪）的实部

爣，牎——四端矩阵的混合（牎）参数

爧——电感

爲，牜——电阻；四端矩阵阻抗参数（牂）的实部

牀，牨——电抗；四端矩阵阻抗参数（牂）的虚部

牁，牪——导纳；四端矩阵导纳参数（牁）
牂，牫——阻抗；四端矩阵阻抗参数（牂）

 大写字母的使用
大写字母用来表示：
ａ）外电路的电参数或器件仅作为其中一部分的电路的电参数

ｂ）各种电感、电容

 小写字母的使用
小写字母用来表示器件固有的电参数（电感和电容除外，见 ２２２２中的 ｂ）。

 下标

 推荐的通用下标
下面列出了用于半导体器件电参数的重要的通用下标：
Ｆ，ｆ——正向；正向传输

Ｉ，ｉ——输入

Ｏ，ｏ——输出

Ｔ——耗尽层

Ｒ，ｒ——反向；反向传输

１１——输入

２２——输出

１２——反向传输

２１——

烍

烌

烎正向传输

仅用于四端矩阵参数，见 ２２３３

５
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１——输入

２—— ｝输出 可用于除四端矩阵参数之外的所有电参数
注：推荐的其他下标，可见本标准的其他各章。

 大写和小写下标的选择
在 ２２３１中同时列出了大写和小写字母的地方，采用大写字母还是小写字母应符合 ２２３２１

和 ２２３２２的要求。如果采用的下标多于一个，则应全用大写字母或全用小写字母。
例如：牎ＦＥ，牪ＲＥ，牎ｆｅ

 大写下标使用
大写下标用来表示静态（直流）值。
例如：牎２１Ｅ或 牎ＦＥ——共基极组态中正向电流传输比的静态值

爲Ｅ——发射极外接电阻的直流值

 小写下标的使用
小写下标用来表示小信号值。
例如：牎２１ｅ或 牎ｆｅ——共发射极组态中，短路正向电流传输比的小信号值

牂ｅ＝爲ｅ＋牐牀ｅ——外接阻抗的小信号值

 四端矩阵参数的下标
四端矩阵的每个参数按如下规则来规定：
ａ）第一下标
第一字母下标或两个数字的下标（均选自 ２２３１中的下标）表示输入、输出、正向传输或反向

传输。
例如：牎１１或 牎ｉ

牎２２或 牎ｏ

牎２１或 牎ｆ

牎１２或 牎ｒ

ｂ）第二下标
第二下标是用来表示电路组态的。在不会发生混淆时，这些下标可以省略。
例如：牎２１ｅ或 牎ｆｅ，牎２１或 牎ＦＥ

如果只写为 牎ｆ，则电路组态必须是已知的。如果只写为 牎２１，则电路组态及参数类别（小信号值或静
态值）都必须是已知的。
 实部和虚部的区分
如果需要区分电参数的实部和虚部，不必再附加新的下标。如果已经有了实部和虚部的基本符号，

则可采用。
例如：牂ｅ＝爲ｅ＋牐牀ｅ

牪ｆｅ＝爢ｆｅ＋牐爜ｆｅ

如果还没有这种符号、或虽有但不适用，则应使用下面的符号：
——爲ｅ（牎１１ｂ）等，表示 牎１１ｂ等的实部；
——爤ｍ（牎１１ｂ）等，表示 牎１１ｂ等的虚部。

 其他量的文字符号

 时间、持续时间
基本文字符号是 牠
例如：上升时间 牠ｒ

 热特性和有关的温度

 温度的基本文字符号
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基本文字符号是 爴，表示摄氏温度或热力学温度。
例如：爴ａ＝２５℃，爴ｏ＝２９５Ｋ
注：反对用小写字母 牠表示温度。

 推荐的通用下标

ｊ，Ｊ——结（沟道）（见注 １）
ｖｊ，ＶＪ——有效结（沟道）；内部等效结（见注 １和注 ２）
ｃ，Ｃ——壳（见注 ３）
ｃｈ——沟道（见注 １）
ｒ，Ｒ——参考点（见注 ３）
ａ，Ａ——环境（见注 ３，注 ４）
ｓ，Ｓ——热沉

ｆ，Ｆ——致冷液，非空气的

ｓｂ——衬底

ｓｔｇ——存贮

ｓｌｄ——焊接

ｏｐ——工作（见注 ４）
ｔｈ，θ——热
注

１ 下标 ｊ（或 Ｊ），ｖｊ（或 ＶＪ）可以代替 ｃｈ来表示“沟道”。

２ 在数据记录和详细规范中通常指有效结（沟道）温度，因此下标中字母 Ｖ可以省略。

３ 不要使用像“ｃａｓｅ”，“ｒｅｆ”，“ａｍｂ”这样很长的下标，当用它们表示热阻或阻抗时，应把它们用连字符分开并加括

号，例 爲ｔｈ（ｊ－ａｍｂ）。

４ 在工作温度的文字符号中，例如用 爴ａｏｐ表示“工作环境温度”，在不引起混淆的前提下，下标 ｏｐ通常在数据记录

中省去。

 热阻和热阻抗的文字符号的组成
注：在推荐的文字符号中，字母 ｘ，ｙ或 Ｘ，Ｙ表示热阻或热阻抗展开的点阵或区域。这些下标应从 ２３２２中选取。

 热阻
基本构成是：爲ｔｈ（ｘ－ｙ），爲ｔｈ（Ｘ－Ｙ）

 瞬态热阻抗
基本构成是：牂ｔｈ（ｘ－ｙ），牂ｔｈ（Ｘ－Ｙ）

 脉冲条件下的瞬态热阻抗
基本构成是：牂ｔｈｐ（ｘ－ｙ），牂ｔｈｐ（Ｘ－Ｙ）

 频率
基本符号是 牊
例如：牊ｍａｘ——最高振荡频率

 其他参数
推荐使用下列参数符号：
爦ｔ——热降额系数

爡，爡ＡＶ——平均噪声系数

爡——点噪声系数

爫ｒ——输出噪声比

爼ｎ——（两端口）等效输入噪声电压

爤ｎ——（两端口）等效输入噪声电流

爴ｎ——噪声温度
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爴ｏ，爴ｎｏ——基准噪声温度

 用分贝（ｄＢ）表示的以对数形式为单位的信号比的文字符号

 功率比
符号“ｄＢ”用来表示两个功率值的比取以 １０为底的对数，并用分贝表示时的对数单位，用下面公式

表示：
牕＝ １０ｌｇ（爮１燉爮２）ｄＢ ……………（１）

注：原则上符号“ｄＢ”只能表示功率的比，也见 ２５２的注。

 电压比（或电流比）
符号“ｄＢ（爼）”（或“ｄＢ（爤）”）用来表示两个电压值（或电流值）的比取以 １０为底的对数并用分贝表示

时的对数单位，用下面公式表示：
牕＝ ２０ｌｇ（爼１燉爼２）ｄＢ（爼） …………………（２）
或 牕＝ ２０ｌｇ（爤１燉爤２）ｄＢ（爤） …………………（３）

注：当并且只当 爼１和 爼２（或 爤１和 爤２）的电阻相等或差异可以忽略不计时，公式（２）或（３）计算所得的数值可以用 ｄＢ
表示，因为对应于功率的公式（１）的应用可以得到同样的 牕值。

 整流二极管

 整流二极管通用下标的补充规定

 电压、电流和功率的下标

Ａ，ａ——阳极

Ｋ，ｋ——阴极

Ｏ——整流输出的平均值

（ＴＯ）——阈值

 电参数的下标

Ｔ——斜率

Ｒ，ｒ——恢复，整流

Ｗ——工作

 文字符号表

 电压

名 称 文字符号 备 注

正向直流电压 爼Ｆ

反向直流电压 爼Ｒ

正向峰值电压（最高正向电压） 爼ＦＭ

正向平均电压 爼Ｆ（ＡＶ） 爤Ｏ为规定值

反向工作峰值电压（最高反向工作电压） 爼ＲＷＭ

反向重复峰值电压（最高反向重复电压） 爼ＲＲＭ

反向不重复峰值电压（反向瞬态峰值电压） 爼ＲＳＭ 其中部分符号的示意图见图 ２
正向恢复电压 爼ＦＲ

正向恢复峰值电压 爼ＦＲＭ

击穿电压 爼（ＢＲ）

瞬态击穿电压 牤（ＢＲ）

正向斜率电阻

阈值电压

牜Ｔ

爼（ＴＯ）
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图 ２ 整流二极管反向电压参数的文字符号示意图

 电流

名 称 文字符号 备 注

正向直流电流 爤Ｆ

正向重复峰值电流 爤ＦＲＭ 其中部分符号的示意图见图 ３

正向电流方均根 爤ＦＲＭＳ

正向过载电流 爤（ＯＶ）

正向（不重复）浪涌电流 爤ＦＳＭ

整流输出平均电流 爤Ｏ

反向直流电流 爤Ｒ

反向平均电流 爤Ｒ（ＡＶ） 爤Ｏ为规定值

正向平均电流 爤Ｆ（ＡＶ）

反向恢复电流 牏ＲＲ
反向恢复峰值电流 爤ＲＭ

壳体非破坏峰值电流 爤ＲＳＭＣ

图 ３ 整流二极管正向电流参数的文字符号示意图
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 功率

名 称 文字符号 备 注

正向耗散功率 爮Ｆ

反向耗散功率 爮Ｒ

开通耗散功率

开通平均耗散功率 爮ＦＴ（ＡＶ）

开通瞬态总耗散功率 爮ＦＴ

开通峰值耗散功率 爮ＦＴＭ

关断耗散功率

关断平均耗散功率 爮ＲＱ（ＡＶ）

关断瞬态总耗散功率 爮ＲＱ

关断峰值耗散功率 爮ＲＱＭ

反向重复峰值耗散功率 爮ＲＲＭ

反向（不重复）浪涌耗散功率 爮ＲＳＭ

 开关

名 称 文字符号 备 注

正向恢复时间 牠ｆｒ

反向恢复时间 牠ｒｒ

反向恢复电流上升时间 牠ｒｒｒ，牠ａ

反向恢复电流下降时间 牠ｒｒｆ，牠ｂ

恢复电荷 爯ｒ，爯ＲＲ

上升时间电荷 爯ＲＲＲ

下降时间电荷 爯ＲＲＦ

（反向恢复）软性因子 爡ＲＲＳ

 其他

名 称 文字符号 备 注

整流效率 犣ｒ
转折点温度 爴ｂｒｅａｋ

结温升 Δ爴ｊ

温度系数 犜
正向电流衰减率 ｄ牏燉ｄ牠
脉冲时间 牠ｐ
重复频率 牊０

周期 爴
反向重复峰值能量 爠ＲＲＭ

反向不重复峰值能量 爠ＲＳＭ

 信号二极管（包括开关二极管）和调整二极管

 信号二极管（包括开关二极管）
 信号二极管（包括开关二极管）下标的补充规定

 电压、电流和功率的下标
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Ａ，ａ——阳极

Ｋ，ｋ——阴极

Ｏ——整流输出的平均值

 电参数的下标

δ，ｄ——阻尼

Ｒ，ｒ——恢复、整流

ｓ——贮存

 文字符号表

 电压

名 称 文字符号 备 注

反向直流电压 爼Ｒ

反向平均电压 爼Ｒ（ＡＶ）

峰值反向电压 爼ＲＭ

正向恢复电压 牤ＦＲ

正向直流电压 爼Ｆ

正向平均电压 爼Ｆ（ＡＶ）

反向瞬态总电压 牤Ｒ

正向瞬态总电压 牤Ｆ

反向浪涌电压 爼ＲＳＭ

正向恢复峰值电压 爼ＦＲＭ

击穿电压 爼（ＢＲ）

瞬态击穿电压 牤（ＢＲ）

 电流

名 称 文字符号 备 注

正向平均电流 爤Ｆ（ＡＶ）

正向峰值电流 爤ＦＭ

正向直流电流 爤Ｆ

正向瞬态电流 牏Ｆ
正向浪涌电流 爤ＦＳＭ

整流输出平均电流 爤Ｏ

反向直流电流 爤Ｒ

反向瞬态电流 牏Ｒ
反向峰值电流 爤ＲＭ

反向重复峰值电流 爤ＲＲＭ

反向不重复峰值电流（反向浪涌电流） 爤ＲＳＭ

 功率

名 称 文字符号 备 注

浪涌功率 爮ＳＭ

连续波射频耗散功率 爮ＣＷ 仅适用于检波二极管

脉冲射频耗散功率 爮ＲＦＰ

反向瞬态重复峰值能量 爠ＲＲＭ

反向重复峰值能量 爠ＲＲＭ 仅适用于可控雪崩二极管

反向瞬态不重复峰值能量 爠ＲＳＭ

反向不重复峰值能量 爠ＲＳＭ 仅适用于可控雪崩二极管

反向重复峰值耗散功率 爮ＲＲＭ

反向不重复峰值耗散功率 爮ＲＳＭ

最大耗散功率 爮Ｍ
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 其他

名 称 文字符号 备 注

恢复电荷 爯ｒ

反向恢复时间 牠ｒｒ
正向恢复时间 牠ｆｒ
反向恢复电流 牏ｒｒ
微分电阻 牜
总电流灵敏度 犝Ｉ

增量电流灵敏度 犝ｉ

阻尼系数 犠，牆
阻尼电阻 牜δ，牜ｄ
效率 犣
电压检波效率 犣Ｖ
整流效率 犣ｒ
功率检波效率 犣ｐ
单脉冲能量 爠Ｐ，爾Ｐ

重复脉冲能量 爠Ｐ（ｒｅｐ） 仅适用于检波二极管

工作点微分电阻 牜ｏｐ
品质因数 爩
占空比 爟
最高工作频率 牊Ｍ

脉冲宽度 牠ｗ

 调整二极管

 电压基准二极管和电压调整二极管

 电压基准二极管和电压调整二极管下标的补充规定

 电压、电流和功率的下标

Ｚ，ｚ——工作

Ｋ，ｋ——拐点

 电参数的下标

Ｚ，ｚ——工作

Ｋ，ｋ——拐点

 文字符号表

 电压

名 称 文字符号 备 注

正向电压 爼Ｆ

工作电压 爼Ｚ

低于工作电压范围的反向直流电压 爼Ｒ

在工作电压范围内的噪声电压 爼ｎｚ 不发生误解时，可使用符号 爼ｎ

最大工作电压 爼ＺＭ

最小工作电压 爼Ｚ（ＭＩＮ）

 电流

名 称 文字符号 备 注

正向电流 爤Ｆ

拐点电流 爤ＺＫ

电压低于工作电压范围的反向直流电流 爤Ｒ

在工作电压范围内的反向直流电流 爤Ｚ

在工作电压范围内的最大反向直流电流 爤ＺＭ

浪涌电流 爤ＺＳＭ
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 其他

名 称 文字符号 备 注

微分工作电阻 牜ｚ
工作电压温度系数 犜ＶＺ 保留符号 爳Ｚ

工作电压漂移 Δ爼ｚ（ｔ） 仅适用于电压基准二极管

工作阻抗 牂ｚ

拐点阻抗 牂ｚｋ

最大稳压电流阻抗 牂ｚｍ

在工作电压范围内的电压变化量 Δ爼ｚ

总耗散功率 爮ｔｏｔ

 电流调整二极管

 电流调整二极管下标的补充规定

 电压、电流和功率的下标

Ｓ，ｓ——调整（工作）
Ｌ——极限

Ｋ，ｋ——拐点

 电参数的下标

Ｓ，ｓ——调整（工作）
Ｋ，ｋ——拐点

 文字符号表

 电压

名 称 文字符号 备 注

正向电压 爼Ｆ

反向电压 爼Ｒ

调整电压（工作电压） 爼Ｓ

最大调整电压 爼ＳＭ

极限电压 爼Ｌ

拐点电压 爼Ｋ

调整电流范围内的电压变化量 Δ爼Ｓ

 电流

名 称 文字符号 备 注

反向电流 爤Ｒ

调整电流（工作电流） 爤Ｓ

极限电流 爤Ｌ

 其他

名 称 文字符号 备 注

小信号调整电导 牋ｓ

拐点电导 牋ｋ

调整电流（工作电流）温度系数 犜ＩＳ
调整电流变化量 Δ爤Ｓ

 射频二极管

射频二极管通用直流参数的文字符号，参见第 ３章整流二极管。
 隧道二极管
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